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DESCRIPCION
Carcasa para chips semiconductores con interfaz 6ptica
Antecedentes
1. Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a una carcasa para chips semiconductores que tiene una interfaz dptica.
2. Exposicion de la técnica relacionada

Con la llegada de los tiempos de la informacion de la red digital, los productos tales como los productos multimedia,
los electrodomésticos digitales, los dispositivos digitales personales, etc. han crecido rapidamente. La tecnologia de
la carcasa para chips semiconductores radica en cubrir de manera segura un chip semiconductor con un compuesto
de molde epoxi (EMC, siglas en inglés de epoxy mold compound) de modo que se proteja el chip semiconductor de
choques externos, de la luz, de la humedad, etc. Esta tecnologia ha sido desarrollada a partir de la tecnologia de
incluir unicamente un chip en una carcasa a la tecnologia de una carcasa para multiples chips (MCP, siglas en inglés
de multi-chip-package) o la tecnologia de un mdédulo para multiples chips (MCM, siglas en inglés de multi-chip-
module) de incluir varios chips en una carcasa.

El documento US 2004/0004227 A1 divulga una unidad que incluye un sustrato y un chip de circuito integrado que
se utiliza para impulsar un dispositivo emisor de luz. El dispositivo emisor de luz esta soportado por el sustrato de tal
manera que un terminal del dispositivo emisor de luz esta conectado eléctricamente con el chip de circuito integrado.

El documento WO 94/11929 A2 divulga un circuito optoelectrénico encapsulado que comprende un componente
optoelectrénico que funciona en una banda de ondas especificada y un circuito eléctrico para impulsar el
componente optoelectronico. EI componente optoelectronico recibe una sefal 6ptica, por ejemplo, de una guia de
ondas de fibra. De manera alternativa, el componente optoelectrénico es un generador de sefiales Opticas, por
ejemplo, un diodo emisor de luz o un diodo laser.

El documento WO 2005/091368 A1 divulga un componente semiconductor con una construccion apilada, que
comprende al menos un circuito integrado y al menos un chip semiconductor 6pticamente activo. EI componente
semiconductor se produce utilizando una primera masa de plastico que esta adaptada para encapsular el circuito
integrado y una segunda masa de plastico que esta adaptada para encapsular el chip semiconductor dpticamente
activo.

El documento US 2006/0027479 A1 divulga un modulo éptico o electronico con al menos un componente éptico o
electronico y una carcasa de plastico dentro de la cual esta incrustado el componente. EI componente tiene una
region operativa que facilita la conexidn operativa con los alrededores.

Sumario de la invencién

Un mddulo de comunicacion optica deberia incluir un dispositivo mecanico que fije un cable 6ptico para transmitir
una sefal optica, un dispositivo dptico que convierta una sefial dptica transmitida desde el cable dptico en una sefal
eléctrica o una sefal dptica, que se desea transmitir al cable éptico, en una sefal eléctrica, y un circuito de interfaz
que intercambia informacion con el dispositivo éptico. En un médulo de comunicacion éptica de acuerdo con la
técnica relacionada, un miembro de fijacion de cable éptico, un dispositivo dptico y los chips de circuito de interfaz
deberian estar dispuestos de manera que estén separados entre si sobre una placa de circuito de acuerdo con
diferentes procesos. De este modo, un area de la placa de circuito aumenta y se complica el proceso de fabricacién
del moédulo de comunicacién oOptica. Asi mismo, una sefial eléctrica suministrada desde el dispositivo éptico se
proporciona a un circuito optoelectrénico a través de tiras conductoras formadas sobre la placa de circuito y, de este
modo, puede deteriorarse.

Para resolver los problemas de la técnica relacionada descritos anteriormente, las realizaciones expuestas en el
presente documento estan dirigidas a un moédulo de comunicacion oéptica, en el que un dispositivo dptico y un circuito
de interfaz dptica estan formados en la misma carcasa para reducir un area de una placa de circuito e impedir que
se transmita una sefial a través de tiras conductoras formadas sobre la placa de circuito. De este modo, se puede
fabricar un circuito final de una manera simple y econémica y se puede evitar que una sefal eléctrica se deteriore.

La presente invencidn proporciona una carcasa para semiconductores de acuerdo con la reivindicacion 1 adjunta.

Las realizaciones adicionales ventajosas de la presente invencién son el objeto de las reivindicaciones dependientes
adjuntas.

La carcasa para semiconductores de conformidad con la presente invencion comprende: un chip que incluye una
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almohadilla formada sobre una primera superficie de este; al menos un sustrato de via que incluye una via; un molde
configurado para encapsular el chip y el al menos un sustrato de via; un canal conductor vertical conectado a la via
mientras atraviesa el molde; un dispositivo Optico dispuesto sobre una superficie de la carcasa para
semiconductores para ser conectado eléctricamente al canal conductor vertical; una red conductora configurada
para conectar eléctricamente la via y la almohadilla entre si; un terminal de conexion externa configurado para
conectar eléctricamente la carcasa para semiconductores al exterior; y un estratificador de pasivacion que esta
formado sobre la primera superficie y en el que esta incrustada la red conductora.

Breve descripcion de los dibujos

Los anteriores y otros objetos, caracteristicas y ventajas de la presente invencion resultaran mas evidentes para los
expertos en la materia a partir de la descripcién en detalle de disefios ilustrativos, que no forman parte de la
presente invencidon segun se define en las reivindicaciones adjuntas, pero que ilustran su contexto, y las
realizaciones a modo de ejemplo de la presente invencion con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

las figuras 1 a 3 son vistas esquematicas en seccion transversal de una carcasa para semiconductores que tiene
una interfaz 6ptica de acuerdo con un primer disefio;

la figura 4 es una vista esquematica en seccidn transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz 6ptica de acuerdo con un segundo disefio;

la figura 5 es una vista esquemética en seccion transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz éptica de acuerdo con un tercer disefo;

la figura 6 es una vista esquematica en seccion transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz dptica de acuerdo con una primera realizacién de la presente invencion;

las figuras 7A a 7D son diagramas que ilustran esquematicamente unos miembros de fijacion de cable 6ptico de
acuerdo con algunos disefios y algunas realizaciones de la presente invencion;

las figuras 8A a 8D son diagramas que ilustran esquematicamente estados en los que esté fijado un miembro de
fijacion de cable optico;

las figuras 9A y 9B son diagramas que ilustran estructuras para minimizar una pérdida 6ptica entre un dispositivo
optico y un miembro de fijacion de cable dptico cuando el dispositivo dptico esta dispuesto sobre una superficie
de un molde;

las figuras 10A a 10D son diagramas que ilustran esquematicamente terminales de conexion externa de una
carcasa para semiconductores de acuerdo con disefos y realizaciones adicionales;

las figuras 11A a 11D son diagramas que ilustran esquematicamente terminales de conexién externa de una
carcasa para semiconductores de acuerdo con otros disefios y realizaciones;

las figuras 12A y 12B son vistas esquematicas en seccién transversal que ilustran ejemplos de un estado en el
que una carcasa para semiconductores, de acuerdo con los disefios anteriores, las realizaciones anteriores
respectivamente, y un dispositivo externo se combinan entre si; y

la figura 13 es una vista esquematica en seccién transversal que ilustra otro ejemplo de un estado en el que una
carcasa para semiconductores, de acuerdo con uno de los disefios anteriores, una de las realizaciones
anteriores respectivamente, y un dispositivo externo se combinan entre si.

Descripcion detallada de los disefios ilustrativos y de las realizaciones a modo de ejemplo

Los disefos ilustrativos, que no forman parte de la presente invencion segun se define en las reivindicaciones
adjuntas, pero que ilustran su contexto, y las realizaciones de la presente invencion se describiran en detalle a
continuacién con referencia a los dibujos adjuntos. Si bien la presente invencidon se muestra y describe en relacion
con las realizaciones a modo de ejemplo de esta, resultara evidente para los expertos en la materia que se pueden
realizar diversas modificaciones sin apartarse del alcance de la invencién tal como se define en las reivindicaciones
adjuntas.

La siguiente descripcién de la presente invencion simplemente proporciona unas realizaciones que describen las
caracteristicas estructurales y funcionales de la invencion y, de este modo, el alcance de la presente invencién no se
deberia interpretar como que queda limitado por las realizaciones expuestas en el presente documento, sino por las
reivindicaciones adjuntas. Es decir, se pueden realizar diversos cambios en estas realizaciones en formas y detalles
y, de este modo, se deberia entender que el alcance de la presente invencién esta definido por las reivindicaciones
adjuntas.

Los términos utilizados en el presente documento se deberian entender como se describiran a continuacion.

Los términos tales como primero, segundo, etc. Unicamente se utilizan para distinguir un elemento de otro elemento
y, de este modo, el alcance de la invencidén no deberia quedar limitado por estos términos. Por ejemplo, un primer
elemento puede denominarse segundo elemento y un segundo elemento puede denominarse primer elemento.

Se entendera que, cuando se hace referencia a un elemento como que esta "sobre" otro elemento, el elemento
puede estar directamente sobre otro elemento o elementos intermedios. Por el contrario, cuando se hace referencia
a que un elemento esta "en contacto con" otro elemento, no existiran elementos intermedios entre estos. Otras
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expresiones que describen la relacidon entre elementos, por ejemplo, "a través de", "directamente a través de",

"entre", "directamente entre", "vecino", "directamente vecino", etc. se deberian entender de manera similar.

Como se utiliza en el presente documento, las formas en singular "un", "uno/a" y "el/la" pretenden incluir también las
formas plurales, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Se entendera, ademas, que las
expresiones "comprenden" y/o "que comprende(n)", cuando se utilizan en esta memoria descriptiva, especifican la
presencia de caracteristicas, nUmeros enteros, etapas, operaciones, elementos y/o componentes expresados, pero
no excluyen la presencia o la adicion de una o mas caracteristicas, nUmeros enteros, etapas, operaciones,
elementos, componentes y/o grupos adicionales de estos.

Las operaciones de todos los métodos descritos en el presente documento se pueden realizar en un orden diferente
al descrito en el presente documento, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Es decir, las
operaciones se pueden realizar en el orden descrito en el presente documento, se pueden realizar sustancialmente
de manera simultanea con el orden descrito en el presente documento, o se pueden realizar en un orden inverso al
orden descrito en el presente documento.

En los dibujos a los que se hace referencia para describir las realizaciones de la invencion, el tamafo, la altura, el
grosor, etc. de los elementos estd exagerado intencionalmente, por conveniencia de la explicacion y para una mejor
comprension de la invencion, y su tamafio no esta expandido o reducido en una proporcidon. Asi mismo, en los
dibujos, el tamafio de algunos elementos puede estar reducido intencionalmente y el tamarfio de algunos elementos
puede estar expandido intencionalmente.

A menos que se defina de otro modo, todos los términos (incluidos los términos técnicos y cientificos) utilizados en el
presente documento tienen el mismo significado que se entiende comunmente por habilidad ordinaria en la técnica a
la que pertenece esta invencion. Se entendera, ademas, que los términos, tales como aquellos definidos en los
diccionarios de uso comun, deberian interpretarse como que tienen un significado que es coherente con su
significado en el contexto de la técnica pertinente y no se interpretaran en un sentido idealizado o excesivamente
formal, a menos que asi se defina expresamente en el presente documento.

Primer diseio

La figura 1 es una vista esquematica en seccién transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz oOptica de acuerdo con un primer disefio. Haciendo referencia a la figura 1, una carcasa para
semiconductores 10 de acuerdo con el presente disefio incluye unos chips 300 y 301 que tienen almohadillas 312,
un dispositivo optico 110 que tiene una almohadilla 112, un molde 400 para encapsular el dispositivo éptico 110 y los
chips 300 y 301, una red conductora 520 para conectar eléctricamente el dispositivo éptico 110 y los chips 300 y 301
entre si, y unos terminales de conexion externa 530 para conectar eléctricamente la carcasa para semiconductores
10 y el exterior.

Un mddulo éptico 100 incluye el dispositivo 6ptico 110 que convierte una sefal dptica suministrada a este en una
sefial eléctrica que corresponde a la sefal dptica o convierte una sefial eléctrica suministrada a este en una sefal
optica que corresponde a la sefal eléctrica. El mddulo 6ptico 100 puede incluir, ademas, una pieza de lente 120 en
el dispositivo 6ptico 110. En un disefio, el dispositivo éptico 110 puede ser un fotodiodo que genera una sefial
eléctrica que corresponde a la luz suministrada a este. El fotodiodo suministra la sefal eléctrica a los chips 300 y
301 a través de la red conductora 520 conectada a las almohadillas 312.

En otro disefio, el dispositivo 6ptico 110 puede ser un diodo emisor de luz (LED, siglas en inglés de light emitting
diode) que genera una sefal optica que corresponde a una sefal eléctrica suministrada a través de la red
conductora 520 o un laser emisor de superficie de cavidad vertical (VCSEL, siglas en inglés de vertical cavity surface
emitting laser) que emite una sefial optica en una direccién perpendicular a las superficies de los chips 300 y 301. La
luz suministrada desde o al dispositivo éptico 110 no se limita a una longitud de onda de luz tal como un rayo
infrarrojo, luz visible, laser o similares, y puede ser cualquier tipo de luz a través de la cual al menos dos lados se
puedan comunicar entre si.

La pieza de lente 120 incluye una lente a través de la cual el dispositivo éptico 110 puede proporcionar o concentrar
luz de manera eficiente. Aunque la figura 1 ilustra que la pieza de lente 120 incluye una lente convexa, la presente
divulgacion no se limita a esta y la pieza de lente 120 puede incluir una lente convexa, una lente concava y/o una
lente compuesta que incluye una lente convexa y una lente céncava, o una pelicula transparente que no sea una
lente.

En el disefio de la figura 1, el dispositivo éptico 110 intercambia una sefial eléctrica con un chip de interfaz a través
de la red conductora 520 conectada a las almohadillas 112. En los disefios de las figuras 2 y 3, un hilo de unién w
del dispositivo optico 110 esta en contacto con una superficie de una via 610 y una red conductora 520 esta en
contacto con otra superficie de la via 610, conectando de esta manera eléctricamente el dispositivo éptico 110, la via
610 y la red conductora 520 entre si. En el disefio actual, cuando el dispositivo 6ptico 110 es un dispositivo receptor
de luz, el dispositivo 6ptico 110 genera una sefial eléctrica que corresponde a una sefial optica recibida y la
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proporciona a los chips 300 y 301. Cuando el dispositivo éptico 110 es un dispositivo emisor de luz, los chips 300 y
301 generan sefiales eléctricas y las proporcionan al dispositivo 6ptico 110 y el dispositivo dptico 110 proporciona
sefiales dpticas que corresponden a las sefales eléctricas recibidas al exterior.

El chip de interfaz 300 incluye un circuito (que no se muestra) que realiza una operacion deseada y las almohadillas
312 y 322 que proporcionan una sefial de entrada al circuito y proporcionan una sefal de salida al exterior. En un
disefio, cuando el dispositivo 6ptico 110 es un dispositivo emisor de luz, el chip de interfaz 300 puede incluir un
circuito impulsor que suministra una seial eléctrica de manera que el dispositivo emisor de luz pueda proporcionar
luz. Cuando el dispositivo 6ptico 110 es un dispositivo receptor de luz, el chip 300 puede incluir un circuito
amplificador que amplifica una sefal eléctrica que corresponde a una sefial 6ptica generada por el dispositivo
receptor de luz o amplifica la sefial eléctrica a una sefial diferencial. En un disefio, como se ilustra en la figura 1, las
almohadillas 312 estan formadas sobre una primera superficie 310 del chip 300 y transmiten una sefal al circuito o
reciben una sefal del circuito. En otro disefio, como se ilustra en la figura 4, las almohadillas 312 y 322 estan
formadas sobre una primera superficie 310 y una segunda superficie 320 de un chip 300 para transmitir una sefal a
un circuito o recibir una sefial del circuito.

La figura 1 ilustra un sistema en una carcasa en el que una pluralidad de chips esta formada en una carcasa. En la
figura 1, el chip 301 que esta en la carcasa con el chip 300 puede ser, por ejemplo, un chip que incluye un circuito
relacionado con un sistema de procesamiento de sefiales. En una carcasa para semiconductores de acuerdo con
otro disefio, un chip y una carcasa secundaria pueden estar formados en la misma carcasa (véase la figura 3). En
otro disefio (que no se muestra), un chip que tiene un dispositivo emisor de luz, un circuito impulsor del dispositivo
emisor de luz, un dispositivo receptor de luz y un circuito amplificador del dispositivo receptor de luz y al menos un
chip de procesamiento de sefiales pueden estar formados en una carcasa para semiconductores.

El molde 400 encapsula el chip 300. En un disefio, los chips 300 y 301 estan dispuestos sobre un sustrato portador
(que no se muestra) que tiene una cinta de liberacién (que no se muestra) entre estos, una capa de compuesto de
molde epoxi (EMC) se forma y se endurece sobre esta, y luego se realiza la planarizacion de la superficie sobre una
estructura resultante. Después, la capa de EMC endurecida y el sustrato portador se separan entre si mediante el
uso de la cinta de liberacion, obteniendo de esta manera el molde endurecido 400.

En un disefio, el molde 400 es transparente. Que el molde 400 es transparente se deberia entender como que
incluye un caso en el que un material del molde 400 es transparente y un caso en el que un grosor t del molde 400
es lo suficientemente delgado para transmitir una sefial 6ptica suministrada desde el exterior al dispositivo dptico
110 o para transmitir la luz suministrada desde el dispositivo éptico 110 al exterior de la carcasa para
semiconductores 10. De este modo, se puede suministrar una sefal optica al dispositivo 6ptico 110 o se puede
suministrar al exterior desde el dispositivo 6ptico 110 a través del molde 400 que es transparente. En otro disefio, el
molde 400 es opaco. Cuando el molde 400 es opaco, no se puede suministrar una sefal optica al dispositivo dptico
110 desde el exterior o el dispositivo 6ptico 110 no puede suministrar una sefial optica al exterior. De este modo, una
abertura 410 (véase la figura 2) en el interior de la cual se inserta un cable dptico esta formada en el molde 400 para
transmitir una sefal éptica al dispositivo éptico 110 o para recibir una sefal 6ptica desde el dispositivo 6ptico 110.

En un disefio, una capa dieléctrica o un estratificador de pasivacioén 510, la red conductora 520 y los terminales de
conexion externa 530 estan formados sobre la primera superficie 310. En este punto, cada una de la capa dieléctrica
o la red conductora 520 se puede formar en varias capas si fuera necesario. La capa dieléctrica o el estratificador de
pasivacion 510 es una pelicula que aisla las redes conductoras de varias capas entre si 0 que bloquea la segunda
superficie expuesta 320 del exterior, y protege una superficie de un semiconductor de un entorno que es dafino para
la superficie del semiconductor para estabilizar las caracteristicas del semiconductor. La capa dieléctrica o el
estratificador de pasivacion 510 absorbe los iones que alteran las caracteristicas de la superficie del semiconductor
o impide el movimiento de los iones.

La red conductora 520 realiza la conexidn eléctrica en la carcasa para semiconductores 10. En un disefio, la red
conductora 520 esta conectada eléctricamente a las almohadillas 322 de los chips 300 y 301 y realiza una funcién
de cableado eléctrico para transmitir una sefial procesada eléctricamente al chip 301 o para transmitir una sefal
suministrada desde el chip 301 al chip 300. Por ejemplo, la red conductora 520 se puede formar mediante
deposicion catéddica, evaporacion o similares. La red conductora 520 esta formada por un metal conductor, tal como
oro, plata, cobre o aluminio, pero no se limita a estos.

Los terminales de conexion externa 530 estan conectados eléctricamente a las almohadillas 322 formadas sobre la
segunda superficie 320 a través de la red conductora 520. Los terminales de conexion externa 530 proporcionan una
sefial eléctrica suministrada desde el exterior de la carcasa para semiconductores 10 a la carcasa para
semiconductores 10 o proporcionan una sefial eléctrica generada por la carcasa para semiconductores 10 al exterior
de la carcasa para semiconductores 10. En un disefio, los terminales de conexién externa 530 son bolas de estafio,
como se ilustra en la figura 1. En otro disefio (Qque no se muestra), los terminales de conexion externa 530 pueden
ser bultos metalicos.

En el disefio de la figura 2, el dispositivo 6ptico 110 puede estar dispuesto sobre un sustrato de via 600 y puede
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comunicar una sefial eléctrica con un chip a través de una via 610 formada sobre el sustrato de via 600. El sustrato
de via 600 incluye un sustrato de pelicula delgada 620 y la via 610 que atraviesa el sustrato de pelicula delgada 620.
El dispositivo dptico 110 esta dispuesto sobre una superficie del sustrato de pelicula delgada 620. Por ejemplo, el
dispositivo éptico 110 estd conectado eléctricamente a la via 610 expuesta sobre una superficie del sustrato de
pelicula delgada 620 a través de un hilo w, como se ilustra en la figura 2. En otro disefio (que no se muestra), el
dispositivo éptico 110 esta conectado eléctricamente a la via 610 cuando las almohadillas 112 (véase la figura 1)
formadas sobre una superficie trasera del dispositivo éptico 110 estan conectadas a la via 610 expuesta sobre una
superficie del sustrato de pelicula delgada 620. Otra superficie de la via 610 se puede conectar a la red conductora
520 para transmitir una sefal eléctrica a los chips 300 y 301 o para recibir una sefial eléctrica desde los chips 300 y
301.

Cuando el molde 400 es un molde opaco, cada uno de los dispositivos dpticos 110 y un cable 6ptico ¢ no pueden
transmitir una sefal optica al otro o recibir una sefial éptica del otro. De este modo, la abertura 410 en el interior de
la cual se inserta el cable 6ptico ¢ esta formada en el molde 400. La abertura 410 se puede formar penetrando el
molde 400 por laser o se puede formar de acuerdo con un proceso de formacién y grabado de red como en un
proceso para un semiconductor.

En un disefio, se puede formar, ademds, una red protectora (que no se muestra) en el dispositivo dptico 110 o en la
pieza de lente 120. La red protectora protege el dispositivo dptico 110 o la pieza de lente 120 del laser cuando se
forma la abertura 410 y puede ser una capa de metal con red.

En el disefio de la figura 3, el dispositivo 6ptico 110 colocado sobre un sustrato de pelicula delgada 620 y conectado
eléctricamente a una via 610 esta moldeado con una pelicula transparente 630, formando de esta manera una
carcasa secundaria 700. En el disefio de la figura 3, la carcasa secundaria 700 puede incluir, ademas, una red
protectora (Que no se muestra) dispuesta sobre una superficie de la pelicula transparente 630. La red protectora
impide que el dispositivo optico 110, la pieza de lente 120 o la pelicula transparente 630 se dafien por el laser o un
proceso de grabado cuando se realiza la perforacion.

El cable o6ptico ¢ se inserta en el interior de la carcasa para semiconductores 10 a través de la abertura 410 para
transmitir una sefal éptica al dispositivo dptico 110 o para recibir una sefal 6ptica desde el dispositivo 6ptico 110. En
el disefio de la figura 2, se transmite o se recibe una sefial dptica desde el dispositivo optico 110 a través del cable
optico c. En el disefio de la figura 3, se transmite o se recibe una seial 6ptica desde el dispositivo éptico 110 a
través del cable éptico c a través de la pelicula transparente 630. El dispositivo 6ptico 110 recibe una sefial eléctrica
de un chip o transmite una sefial eléctrica al chip a través de la via 610 y de la red conductora 520.

Segundo disefio

La figura 4 es una vista esquematica en seccién transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz optica de acuerdo con un segundo disefio. Una carcasa para semiconductores que tiene una interfaz éptica
de acuerdo con el segundo disefio se describira con referencia a la figura 4 a continuacion. Para una descripcion
clara y concisa, las piezas que son iguales o sustancialmente iguales que el disefio anterior pueden no describirse
de nuevo en este punto.

Haciendo referencia a la figura 4, una carcasa para semiconductores 12 de acuerdo con el presente disefio incluye
un chip 300 que tiene una primera superficie 310 y una segunda superficie 320, un molde 400 que encapsula el chip
300, unos canales conductores verticales 200a y 200b conectados eléctricamente a una almohadilla 322 formada
sobre la segunda superficie 320 del chip 300 mientras atraviesa el molde 400, una red conductora 520 conectada
eléctricamente a una almohadilla 312 formada sobre la primera superficie 310 del chip 300 y que realiza la conexion
eléctrica en la carcasa para semiconductores 12, un dispositivo 6ptico 110 dispuesto sobre una superficie de la
carcasa para semiconductores 12 y conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b, y
unos terminales de conexion externa 530 que conectan eléctricamente la carcasa para semiconductores 12 al
exterior.

En un disefio, el dispositivo 6ptico 110 esta conectado eléctricamente al canal conductor vertical 200a a través de
una almohadilla formada sobre una superficie del dispositivo éptico 110 y un hilo w unido al dispositivo éptico 110, y
esta conectado eléctricamente al canal conductor vertical 200b cuando una almohadilla formada sobre otra
superficie del dispositivo éptico 110 esté en contacto con el canal conductor vertical 200b. En otro disefio (que no se
muestra), el dispositivo éptico 110 esta conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b a
través de almohadillas formadas sobre una superficie del dispositivo 6ptico 110 e hilos conectados respectivamente
a los canales conductores verticales 200a y 200b. En otro disefio (que no se muestra), el dispositivo éptico 110 se
puede conectar eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b cuando una almohadilla formada
sobre la otra superficie del dispositivo éptico 110 esta en contacto con los canales conductores verticales 200a y
200b.

Los canales conductores verticales 200a y 200b atraviesan el molde 400 y estan conectados eléctricamente a la
almohadilla 312 formada sobre la primera superficie 310 del chip 300. En un disefio, los canales conductores
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verticales 200a y 200b se pueden formar penetrando el molde 400 con l4ser o formando un orificio pasante de
acuerdo con un proceso de formacion y grabado de red y llenando el orificio pasante con un metal conductor. Los
canales conductores verticales 200a y 200b pueden estar formados por un metal, tal como oro, plata o cobre, pero
no se limita a estos y puede estar formado por cualquier metal conductor. Los canales conductores verticales 200a y
200b se pueden formar llenando el orificio pasante con un metal conductor mediante deposicién catdédica,
evaporacion o revestimiento electrolitico y luego planarizar una superficie del molde 400.

En el disefio actual, la expresion "canal conductor vertical" se deberia entender como que incluye un canal conductor
formado en una direccion fisicamente vertical y un canal conductor a través del cual fluye una sefial eléctrica sobre
la superficie de un molde, atraviesa el molde y luego se suministra a un chip. De este modo, incluso si se forma un
canal conductor para atravesar oblicuamente una superficie del molde 400 y extenderse hasta el chip 300 incluido
en el molde 400, este canal conductor se deberia entender como que se encuentra dentro de un intervalo de un
canal conductor vertical de acuerdo con el presente disefio. En un disefio, el dispositivo éptico 110 esta conectado
eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b a través del hilo w unido al dispositivo 6ptico 110.
El hilo w puede ser, por ejemplo, un hilo de oro.

Las almohadillas 312 y 322 a través de las cuales se suministra una sefial de entrada a un circuito o se suministra
una sefal de salida al exterior estdn formadas sobre la primera superficie 310 y la segunda superficie 320 del chip
300. La almohadilla 322 formada sobre la segunda superficie 320 del chip 300 estd conectada eléctricamente a los
canales conductores verticales 200a y 200b para comunicar una sefial eléctrica con el dispositivo 6ptico 110, y la
almohadilla 312 formada sobre la primera superficie 310 del chip 300 esta conectada eléctricamente a la red
conductora 520 para comunicar una sefal eléctrica con el exterior de la carcasa para semiconductores 12 u otro chip
incluido en la carcasa para semiconductores 12.

Tercer diseiio

La figura 5 es una vista esquematica en seccién transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
interfaz optica de acuerdo con un tercer disefio. Una carcasa para semiconductores que tiene una interfaz éptica de
acuerdo con el tercer disefio se describira con referencia a la figura 5 a continuaciéon. Para una descripcion clara y
concisa, las piezas que son iguales o sustancialmente iguales que los disefios anteriores pueden no describirse de
nuevo en este punto. Haciendo referencia a la figura 5, una carcasa para semiconductores 14 de acuerdo con el
presente disefio incluye un chip 300 que tiene una primera superficie 310, un molde 400 que encapsula el chip 300,
unos canales conductores verticales 200a y 200b conectados al molde 400 mientras atraviesan el molde 400, un
dispositivo optico 110 dispuesto sobre una superficie de la carcasa para semiconductores 14 para ser conectado
eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b, una red conductora 520 que conecta
eléctricamente los canales conductores verticales 200a y 200b, y una almohadilla formada sobre la primera
superficie 310 del chip 300 y que realiza una conexién eléctrica en la carcasa para semiconductores 14, y unos
terminales de conexién externa 530 que conectan eléctricamente la carcasa para semiconductores 14 al exterior.

El dispositivo 6ptico 110 esta conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b a través de
una almohadilla formada sobre una superficie del dispositivo optico 110. En el primer disefio de la figura 1, el
dispositivo optico 110 esta conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b cuando las
almohadillas 112 formadas sobre la superficie trasera del dispositivo 6ptico 110 y la red conductora 520 estan en
contacto entre si. Por el contrario, en el disefio actual, las almohadillas (que no se muestran) formadas sobre una
superficie superior del dispositivo éptico 110 y los canales conductores verticales 200a y 200b estan conectados
eléctricamente a través de un hilo. El hilo puede ser un hilo de oro como en los disefios anteriores.

En la carcasa para semiconductores 14 de acuerdo con el tercer disefio, los canales conductores verticales 200a y
200b estan formados atravesando el molde 400, y un extremo expuesto del canal conductor vertical 200a y un
extremo expuesto del canal conductor vertical 200b estan conectados eléctricamente al chip 300 y un chip 301 a
través la red conductora 520 y estan protegidos a través de un estratificador de pasivacién 510.

Por ejemplo, cuando el dispositivo éptico 110 es un dispositivo receptor de luz, una sefal eléctrica suministrada
desde el dispositivo dptico 110 se transmite a los canales conductores verticales 200a y 200b a través de un hilo w.
La sefal eléctrica se transmite a los chips 300 y 301 a través de la red conductora 520 conectada eléctricamente a
los canales conductores verticales 200a y 200b. Los chips 300 y 301 procesan la sefal eléctrica. Como otro ejemplo,
cuando el dispositivo éptico 110 es un dispositivo emisor de luz, los chips 300 y 301 generan sefales eléctricas para
impulsar el dispositivo emisor de luz y las transmiten a la red conductora 520 a través de una almohadilla 312. La red
conductora 520 transmite las sefiales eléctricas a los canales conductores verticales 200a y 200b y el dispositivo
optico 110 recibe las sefales eléctricas de los canales conductores verticales 200a y 200b a través de un hilo,
genera sefales opticas que corresponden a las sefiales eléctricas y transmite las sefales dpticas a los canales
conductores verticales 200a y 200b.

Primera realizacién

La figura 6 es una vista esquematica en seccién transversal de una carcasa para semiconductores que tiene una
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interfaz 6ptica de acuerdo con una primera realizacién de la presente invencion. Una carcasa para semiconductores
que tiene una interfaz Optica de acuerdo con esta realizacion se describird con referencia a la figura 6 a
continuacién. Para una descripcién clara y concisa, las piezas que son iguales o sustancialmente iguales que los
disefios anteriores pueden no describirse de nuevo en este punto. Haciendo referencia a la figura 6, una carcasa
para semiconductores 16 de acuerdo con la presente realizacion incluye un chip 300 que tiene una almohadilla
formada sobre una primera superficie 310 de este, un sustrato de via 600 que tiene una via 610, un molde 400 que
encapsula el chip 300 y el sustrato de via 600, unos canales conductores verticales 200a y 200b conectados a la via
610 mientras atraviesan el molde 400, un dispositivo 6ptico 110 dispuesto sobre una superficie de la carcasa para
semiconductores 16 para ser conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b, una red
conductora 520 que conecta eléctricamente la via 610 y la almohadilla, y unos terminales de conexién externa 530
que conectan eléctricamente la carcasa para semiconductores 16 al exterior.

El dispositivo 6ptico 110 esta conectado eléctricamente a los canales conductores verticales 200a y 200b a través de
un hilo. Los canales conductores verticales 200a y 200b estan conectados eléctricamente a un lado de la via 610
formada sobre el sustrato de via 600. El sustrato de via 600 incluye un sustrato de pelicula delgada 620 formado por
una pelicula delgada y la via 610 que atraviesa el sustrato de pelicula delgada 620. El sustrato de via 600 se moldea
con el chip 300 y un chip 301 que se incluiran en la misma carcasa. La red conductora 520 estad conectada
eléctricamente a otro lado de la via 610. De este modo, una sefial eléctrica suministrada desde o que se desea
suministrar al dispositivo éptico 110 atraviesa la via 610 del sustrato de via 600.

Las figuras 7A a 7D son diagramas que ilustran esquematicamente unos miembros de fijacion de cable dptico de
acuerdo con los disefios y las realizaciones de la presente invencion. Haciendo referencia a los disefios que se
ilustran en las figuras 7A y 7B, un miembro de fijacion de cable optico incluye una carcasa 820 que tiene una
abertura 810 en el interior de la cual se inserta un cable 6ptico ¢, y dos o0 mas protuberancias 830a y 830b que se
insertaran en un objeto de destino para fijar el alojamiento. EI miembro de fijacion de cable optico guia el cable
optico C cuando el cable 6ptico C se inserta en el interior de la abertura 410 (véase el disefio de la figura 4) y fija el
cable optico C para que no se separe.

En una realizacion de las figuras 7C y 7D, un miembro de fijacion de cable éptico puede incluir, ademas, un miembro
de cambio de trayectoria 6ptica 840 que cambia una trayectoria 6ptica reflejando o refractando una sefal 6ptica
suministrada a través de un cable 6ptico c¢. Por ejemplo, el miembro de cambio de trayectoria dptica 840 puede
incluir al menos uno de entre un prisma, un espejo, una lente convexa y una lente céncava.

Las figuras 8A a 8D son diagramas que ilustran esquematicamente estados en los que esta fijado un miembro de
fijacion de cable optico. Haciendo referencia a la figura 8A, un miembro de fijacién de cable dptico 800 se puede
alinear con un dispositivo receptor de luz 110 para minimizar una pérdida éptica en un molde de una carcasa para
semiconductores 10a que tiene una interfaz 6ptica, de conformidad con una realizacion de la presente invencion.
Haciendo referencia a la figura 8B, de conformidad con otra realizacion de la presente invencién, un miembro de
fijacién de cable 6ptico 800 se puede disponer sobre una placa de circuito impreso (que no se muestra) para que se
alinee con un dispositivo receptor de luz de la carcasa para semiconductores 10a de modo que se minimice una
pérdida dptica. Haciendo referencia a la figura 8C, un miembro de fijacién de cable 6ptico 800 guia un cable 6ptico ¢
para que se inserte en el interior de una abertura de una carcasa para semiconductores 10b, de acuerdo con un
disefio ilustrativo, y fija el cable 6ptico ¢ para que no se separe de la carcasa para semiconductores 10b. El miembro
de fijacion de cable dptico 800 se puede fijar en un molde de la carcasa para semiconductores 10b, como se ilustra
en la figura 8C, o se puede fijar sobre una placa de circuito impreso (que no se muestra), como se ilustra en la figura
8D.

Aunque no se muestran, los miembros de fijacién de cable 6ptico 800 ilustrados en las figuras 8A y 8C se pueden
disponer sobre una placa de circuito impreso (que no se muestra) y los miembros de fijacion de cable 6ptico 800 que
se ilustran en las figuras 8B y 8D se pueden disponer en los moldes de las carcasas para semiconductores 10a y
10b, respectivamente.

Aunque se ilustra que los miembros de fijacion de cable 6ptico 800 de acuerdo con las realizaciones de las figuras
8A y 8B incluyen una pieza de lente, la presente invencion no se limita a esto y los miembros de fijacion de cable
optico 800 pueden no incluir una pieza de lente. Asi mismo, en los disefios ilustrativos de las figuras 8C y 8D, el
cable optico ¢ se inserta en el interior del molde a través de la abertura, pero, cuando el molde es transparente, el
cable éptico ¢ se puede comunicar con un dispositivo éptico sin tener que insertar el cable 6ptico ¢ en el interior de la
abertura, como se describié anteriormente.

Las figuras 9A y 9B son diagramas que ilustran estructuras para minimizar una pérdida éptica entre un dispositivo
optico y un miembro de fijacién de cable éptico cuando el dispositivo éptico esta dispuesto sobre una superficie de
un molde, de conformidad con la presente invencion. Los orificios H1 y H2 estan formados sobre una superficie del
molde 400 para alinear el miembro de fijacion de cable 6ptico. Como se ilustra en la figura 9A, el orificio H2
adyacente al dispositivo 6ptico 110 esta formado para que sea de menor diametro que el orificio H1 que esta mas
distante del dispositivo 6ptico 110 que el orificio H2. Asi mismo, la distancia d2 entre el centro del orificio H1 y el
centro del orificio H2 se establece para que sea mayor que la distancia d7 entre el centro del orificio H2 y el centro
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del dispositivo 6ptico 110.

La figura 9B es un diagrama que ilustra esquematicamente un proceso de alineaciéon de un miembro de fijacién de
cable optico y un dispositivo 6ptico 110 entre si. EI miembro de fijacién de cable 6ptico incluye dos protuberancias
830a y 830b con el fin de fijarlo. Las dos protuberancias 830a y 830b se insertan respectivamente en el interior de
los orificios H1 y H2. Los diametros de las protuberancias 830a y 830b son iguales que el del orificio H2 y menores
que el del orificio H1. De este modo, el miembro de fijacién de cable 6ptico puede pivotar en torno a la protuberancia
830b insertada en el interior del orificio H2 a medida que se mueve la protuberancia 830a.

Un miembro de cambio de trayectoria éptica 840 unido al miembro de fijacion de cable dptico se mueve dentro de un
intervalo desde una posicion 840a a una posicion 840b, como se ilustra en la figura 9B. Es decir, dado la distancia
d2 entre los centros del orificio H1 y el orificio H2 es mayor que la distancia d7 entre los centros del orificio H2 y el
dispositivo optico 110, un intervalo de movimiento del miembro de fijacion de cable éptico no es grande, aunque la
protuberancia 830a se mueva dentro del orificio H1. De este modo, con el fin de minimizar una pérdida de luz
proporcionada por el miembro de fijacién de cable 6ptico, el miembro de cambio de trayectoria 6ptica 840 se puede
disponer en el molde 400. Después de la disposicion del miembro de cambio de trayectoria 6ptica 840, el miembro
de cambio de trayectoria dptica 840 se fija sobre el molde 400.

Las figuras 9A y 9B ilustran casos en los que el miembro de fijacion de cable dptico se fija sobre una superficie del
molde 400. Sin embargo, la presente invencion no se limita a esto y una carcasa de acuerdo con una realizacién de
la presente invencion se puede fijar sobre una placa de circuito impreso (que no se muestra) y luego un miembro de
fijacién de cable 6ptico se puede fijar sobre la placa de circuito impreso aplicando la estructura que se ilustra en la
figura 9A o 9B.

Diseiios y realizaciones adicionales

Las figuras 10A a 10D son diagramas que ilustran esquematicamente unos terminales de conexion externa de una
carcasa para semiconductores, como se describié anteriormente de acuerdo con uno cualquiera de los disefios y
realizaciones previamente detallados. La figura 10A es una vista superior de un ejemplo de una carcasa para
semiconductores de acuerdo con la presente divulgacion. Haciendo referencia a la figura 10A, un terminal de
conexion externa 530 puede incluir unas tiras conductoras 532 formadas sobre una superficie de un molde 400. En
una realizacion, la disposicion, las especificaciones y las funciones de las tiras conductoras 532 satisfacen un
estandar de transmision de datos. Por ejemplo, las tiras conductoras 532 satisfacen un estdndar de transmision de
datos tal como un bus universal en serie (USB, siglas en inglés de Universal Serial Bus), Fireware |EEE 1394,
thunderbolt, alimentacion, una interfaz multimedia de alta definicion (HDMI, siglas en inglés de High-Definition
Multimedia Interface) o similares.

Las figuras 10B a 10D son vistas en seccion transversal de ejemplos de una carcasa para semiconductores de
acuerdo con la presente divulgacion. Haciendo referencia a las figuras 10B a 10D, las tiras conductoras 532
formadas sobre una superficie de un molde 400 estan conectadas eléctricamente a una red conductora 520 a través
de un canal conductor vertical 200 que atraviesa el molde 400 y estan conectadas eléctricamente a las almohadillas
312 de un chip 300 a través de la red conductora 520 para transmitir una sefial eléctrica al chip 300 o recibir una
sefial eléctrica desde el chip 300.

En la figura 10B, las tiras conductoras 532 pueden sobresalir de la superficie del molde 400. En la figura 10C, las
superficies de las tiras conductoras 532 que estan conectadas eléctricamente al exterior pueden quedar expuestas
del molde 400 para que estén paralelas con la superficie del molde 400. Asi mismo, en la figura 10D, las tiras
conductoras 532 pueden estar incluidas en el molde 400 de tal manera que sobresalgan de la superficie del molde
400.

Las figuras 11A a 11D son diagramas que ilustran esquematicamente unos terminales de conexion externa de una
carcasa para semiconductores, como se describié anteriormente de acuerdo con otros disefios y realizaciones. La
figura 11A es una vista superior de otro ejemplo de una carcasa para semiconductores de acuerdo con la presente
divulgacion. Haciendo referencia a la figura 11A, un terminal de conexiéon externa 530 puede incluir unas tiras
conductoras 532 formadas sobre una superficie de un estratificador de pasivacion 510. En una realizacion, la
disposicion, las especificaciones y las funciones de las tiras conductoras 532 satisfacen un estandar de transmision
de datos. Por ejemplo, las tiras conductoras 532 satisfacen un estandar de transmisiéon de datos, tal como un USB,
Fireware |EEE 1394, thunderbolt, alimentacién, HDMI, etc.

Las figuras 11B a 11D son vistas en seccion transversal de ejemplos de una carcasa para semiconductores de
acuerdo con la presente divulgacion. Haciendo referencia a las figuras 11B a 11D, las tiras conductoras 532
formadas sobre una superficie de un estratificador de pasivacion 510 estan conectadas eléctricamente a una red
conductora 520. Las tiras conductoras 532 estan conectadas eléctricamente a las almohadillas 312 de un chip 300 a
través de la red conductora 520 para transmitir una sefal eléctrica al chip 300 o recibir una sefal eléctrica desde el
chip 300.
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En la figura 11B, las tiras conductoras 532 pueden sobresalir de la superficie del estratificador de pasivacién 510. En
la figura 11C, las superficies de las tiras conductoras 532 que estan conectadas eléctricamente al exterior pueden
quedar expuestas del estratificador de pasivacion 510 para que estén paralelas con la superficie del estratificador de
pasivacion 510. Asi mismo, en la figura 11D, las tiras conductoras 532 pueden estar incluidas en un molde 400 de tal
manera que las superficies de estas conectadas eléctricamente al exterior sobresalgan de la superficie del
estratificador de pasivacion 510.

En un disefio (que no se muestra), las tiras conductoras 532 pueden estar conectadas eléctricamente a unas
almohadillas formadas sobre una segunda superficie 320 del chip (véase la figura 4) a través de un canal conductor
vertical 200 para transmitir una sefal eléctrica al chip 300 o recibir una sefial eléctrica desde el chip 300. En una
realizacién (que no se muestra), las tiras conductoras 532 pueden estar conectadas eléctricamente a una via 610
formada sobre un sustrato de via 600 (véase la figura 6) a través del canal conductor vertical 200. Una sefial
eléctrica se puede transmitir al chip 300 o recibirse desde el chip 300 a través de una trayectoria de hilo conectada al
sustrato de via 600.

Las figuras 12A y 12B son vistas esquematicas en seccion transversal que ilustran ejemplos de un estado en el que
una carcasa para semiconductores, de acuerdo con uno de los disefios anteriores, de las realizaciones anteriores
respectivamente, y un dispositivo externo se combinan entre si. Haciendo referencia a la figura 12A, una tira
conductora 532 esta formada en una carcasa para semiconductores 10 de acuerdo con la presente divulgacion. Un
dispositivo externo 20 puede tener una abertura | en el interior de la cual se inserta la carcasa para semiconductores
10 para que quede fijada mecanicamente con el dispositivo externo 20. En la abertura |, puede estar formado un
terminal de conexién externa 534 que corresponde a la tira conductora 532 que es un terminal de conexién externa
de la carcasa para semiconductores 10. La tira conductora 532 que es un terminal de conexién externa formado en
la carcasa para semiconductores 10 y el terminal de conexion externa 534 formado en la abertura | se pueden
conectar eléctricamente entre si de tal manera que uno de la tira conductora 532 y el terminal de conexién externa
534 puedan transmitir una sefial eléctrica al otro y/o recibir una sefal eléctrica desde el otro y suministrar energia
impulsora al otro. En la figura 12A, la carcasa para semiconductores 10 y el dispositivo externo 20 se fijan entre si
combinandolos mediante la insercion de uno de ellos en el interior del otro.

La figura 12B es una vista esquematica en seccion transversal que ilustra otro ejemplo de un estado en el que una
carcasa para semiconductores 10 y un dispositivo externo 20 se combinan entre si de acuerdo con la presente
divulgacion. Haciendo referencia a la figura 12B, la carcasa para semiconductores 10 de acuerdo con la presente
divulgacion incluye una tira conductora 532 y el dispositivo externo 20 incluye una abertura | en el interior de la cual
se inserta la carcasa para semiconductores 10. En la abertura |, esté dispuesta una pieza de protuberancia P. Un
terminal de conexion externa 534 que se desea conectar eléctricamente a la tira conductora 532 formada en la
carcasa para semiconductores 10 esta provista en la pieza de protuberancia P. En la figura 12B, el terminal de
conexion externa 534 se puede conectar eléctricamente a la tira conductora 532 formada en la carcasa para
semiconductores 10 y tener una forma de resorte para aplicar una fuerza elastica a la carcasa para semiconductores
10 de manera que la carcasa para semiconductores 10 insertada en el interior de la abertura | pueda fijarse en la
abertura |. En la figura 12B, la carcasa para semiconductores 10 y el dispositivo externo 20 se combinan y fijan entre
si mediante la insercion de uno de ellos en el interior del otro y/o a través de una fuerza elastica aplicada por el
terminal de conexién externa 534 formado en el dispositivo externo 20.

La figura 13 es una vista esquematica en seccion transversal que ilustra otro ejemplo de un estado en el que una
carcasa para semiconductores 10 de acuerdo con la presente divulgacion y un dispositivo externo 20 se combinan
entre si. Haciendo referencia a la figura 13, la carcasa para semiconductores 10 de acuerdo con la presente
divulgacion puede recibir una sefial desde un cable dptico ¢ o transmitir una sefial al cable 6ptico c. La carcasa para
semiconductores 10 puede incluir, ademas, un alojamiento H en comparacion con los disefios y las realizaciones
anteriores y puede fijar el cable 6ptico c de manera mas segura a través del alojamiento H.

En el alojamiento H, esta provisto un terminal de conexion intermedia 536. El terminal de conexién intermedia 536
esta conectado eléctricamente a una tira conductora 532 que es un terminal de conexién externa de la carcasa para
semiconductores 10. Asi mismo, el terminal de conexién intermedia 536 esta conectado eléctricamente a un terminal
de conexién externa 534 del dispositivo externo 20 de manera que el dispositivo externo 20 y la carcasa para
semiconductores 10 se pueden conectar eléctricamente entre si.

El terminal de conexién intermedia 536 provisto en el alojamiento H puede tener forma de resorte y, de este modo,
combinarse con el dispositivo externo 20 aplicando una fuerza elastica al dispositivo externo 20, como se ilustra en
la figura 13. En una realizaciéon (que no se muestra), el dispositivo externo 20 se puede insertar en el interior del
alojamiento H para que se combine con el alojamiento H y el terminal de conexién intermedia 536 puede tener una
forma de tira y esta conectado eléctricamente al terminal de conexidn externa 534 del dispositivo externo 20.

En los dibujos adjuntos, Unicamente se ilustra un dispositivo éptico para comprender mejor la invencion y se pueden

proporcionar tanto un dispositivo receptor de luz como un dispositivo emisor de luz para formar una carcasa capaz
de transmitir y recibir una sefal optica.

10



10

15

20

ES 2 841409 T3

De acuerdo con las realizaciones anteriores, un dispositivo 6ptico configurado para convertir una sefal dptica
suministrada por un cable o6ptico en una sefial eléctrica o convertir una sefial eléctrica en una sefal Optica y
proporcionar la sefial dptica al cable éptico y una interfaz 6ptica que incluya chips se pueden incluir en una carcasa
que es la misma que los chips para procesar una sefial eléctrica. De este modo, los problemas de la técnica
relacionada, por ejemplo, el deterioro de una sefal eléctrica provocado cuando una interfaz éptica y unos chips para
procesar una sefal eléctrica estan separados entre si y en un area grande de una placa de circuito, puede
superarse, y un sistema que tiene un sustrato que tiene un area mas pequefa y que es capaz de transmitir y/o
recibir una sefial dptica y convertir y procesar la sefial éptica se puede formar dentro de una Unica carcasa.

De acuerdo con las realizaciones anteriores, un dispositivo 6ptico y un circuito o sistema capaz de procesar una
sefial eléctrica pueden estar incluidos en la misma carcasa. De este modo, el area de una placa de circuito se puede
reducir y se puede impedir el deterioro de una sefal eléctrica.

Si bien la presente invencidn se ha mostrado y descrito en particular con referencia a las realizaciones que se
ilustran en los dibujos para ayudar a comprender la presente invencion, los expertos en la materia entenderan que
se pueden realizar diversos cambios en la forma y los detalles sin alejarse del alcance de la invencion, tal y como se
define en las reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, el alcance de la presente invencion se define por las
reivindicaciones adjuntas.

[Numeros de referencia]

10, 10a, 10b, 12, 14, 16: carcasa para

. 100: médulo 6ptico
semiconductores

110: dispositivo éptico 120: pieza de lente

200, 200a, 200b: canal conductor vertical 300, 301: chip

310: primera superficie 312: almohadilla

320: segunda superficie 322: almohadilla

400: molde 410: abertura de molde
510: estratificador de pasivacién 520: red conductora

530: terminal de conexion externa 600: sustrato de via

610: via 620: sustrato de pelicula delgada
700: abertura de carcasa secundaria 810: alojamiento

820: alojamiento 830a, 830b: protuberancia
w: hilo c: cable optico

11
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REIVINDICACIONES
1. Una carcasa para semiconductores, que comprende:

un chip (300, 301) que incluye una almohadilla (312) formada sobre una primera superficie (310) de este;

al menos un sustrato de via (600) que incluye una via (610);

un molde (400) configurado para encapsular el chip (300, 301) y el al menos un sustrato de via (600);

un canal conductor vertical (200a, 200b) conectado a la via (610) mientras atraviesa el molde (400);

un dispositivo optico (110) dispuesto sobre una superficie de la carcasa para semiconductores (10a; 16) para ser
conectado eléctricamente al canal conductor vertical (200a, 200b);

una red conductora (520) configurada para conectar eléctricamente la via (610) y la almohadilla (312) entre si;

un terminal de conexion externa (530) configurado para conectar eléctricamente la carcasa para
semiconductores (10a; 16) al exterior; y

un estratificador de pasivacion (510) que se forma sobre la primera superficie (310) y en el que esta incrustada la
red conductora (520).

2. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el chip (300, 301) comprende al menos uno de:

un circuito amplificador configurado para procesar una sefial eléctrica suministrada desde el dispositivo éptico
(110);y
un circuito impulsor configurado para suministrar la sefial eléctrica al dispositivo éptico (110).

3. La carcasa para semiconductores de la reivindicaciéon 1, en donde la carcasa para semiconductores (10a; 16)
comprende una pluralidad de chips (300, 301) y la pluralidad de chips (300, 301) comprende al menos uno de:

un chip (301) que incluye un circuito amplificador; y
un chip (300) que incluye un circuito impulsor.

4. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:
al menos un chip de procesamiento de senales.

5. La carcasa para semiconductores de la reivindicacién 1, en donde el molde (400) es un compuesto de molde
epoxi endurecido (EMC).

6. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde la carcasa para semiconductores (10a; 16)
comprende una pluralidad de chips (300, 301) y la red conductora (520) conecta eléctricamente la pluralidad de
chips (300, 301) y el al menos un sustrato de via (600).

7. La carcasa para semiconductores de la reivindicacién 1, en donde el dispositivo 6ptico (110) comprende al menos
uno de:

un dispositivo emisor de luz; y
un dispositivo receptor de luz.

8. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 7, en donde el dispositivo emisor de luz (110) comprende
uno de:

un diodo emisor de luz; y
un laser emisor de superficie de cavidad vertical (VCSEL), y en donde el dispositivo receptor de luz (110) es un
fotodiodo.

9. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el dispositivo 6ptico (110) comprende un
moddulo éptico configurado para dispersar o concentrar la luz.

10. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el dispositivo éptico (110) y el canal conductor
vertical (200a, 200b) estan conectados eléctricamente entre si a través de una almohadilla formada sobre una
superficie del dispositivo optico (110) y mediante unién por hilo (w) con el canal conductor vertical (200a, 200b) o
estan conectados eléctricamente entre si cuando una almohadilla formada sobre una superficie trasera del
dispositivo 6ptico (110) esta conectada al canal conductor vertical (200a, 200b).

11. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el terminal de conexién externa (530)
comprende una bola de estafio o un bulto metalico.

12. La carcasa para semiconductores de la reivindicacién 1, que comprende, ademas:
un elemento de fijacion de cable éptico configurado para fijar un cable 6ptico (c) que transmite una sefial 6ptica al
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dispositivo 6ptico (110) desde el exterior de la carcasa para semiconductores (10a; 16) o transmite una sefial éptica
al exterior de la carcasa para semiconductores (10a; 16) desde el dispositivo 6ptico (110).

13. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 12, en donde el elemento de fijaciéon de cable éptico
comprende:

un alojamiento (820); y
una abertura (810) formada a través de la cual se inserta el cable dptico (c) en el interior del alojamiento (820).

14. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 12, en donde el elemento de fijaciéon de cable éptico
comprende:

un miembro de cambio de trayectoria optica (840) configurado para reflejar o refractar una sefial éptica suministrada
entre el cable o6ptico (c) y el dispositivo dptico (110) de modo que se cambie una trayectoria de la sefal dptica.

15. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 12, en donde el elemento de fijacion de cable éptico esta
alineado con el dispositivo éptico (110) y esta dispuesto en el molde (400) o sobre una placa de circuito que tiene la
carcasa para semiconductores (10a; 16) sobre esta.

16. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 12, en donde el elemento de fijacion de cable 6ptico
comprende:

un médulo 6ptico configurado para dispersar o concentrar una sefial dptica suministrada a través del cable éptico (c)
0 una sefal éptica que se desea suministrar al cable dptico (c).

17. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el al menos un sustrato de via (600)
comprende un sustrato de pelicula delgada (620) y la via (610) que atraviesa el sustrato de pelicula delgada (620).

18. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde el terminal de conexion externa (530)
comprende una tira conductora (532) dispuesta sobre una superficie de la carcasa para semiconductores (10a; 16).

19. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 18, en donde la tira conductora (532) esta dispuesta para
satisfacer un estandar de transmision de datos.

20. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 19, en donde el estdndar de transmision de datos
comprende uno de un bus universal en serie (USB), Fireware |EEE 1394, thunderbolt, alimentacion y una interfaz
multimedia de alta definicion (HDMI).

21. La carcasa para semiconductores de la reivindicacion 1, en donde la carcasa para semiconductores (10a; 16)
esta alojada en un alojamiento (H) y el alojamiento (H) fija un cable o6ptico (c) a través del cual una sefal éptica se
transmite a o se recibe desde el dispositivo éptico (110).

22. La carcasa para semiconductores de la reivindicacién 1, en donde la carcasa para semiconductores (10a; 16)
estad alojada en un alojamiento (H) y el alojamiento (H) comprende un terminal de conexion intermedia (536)
configurado para conectar eléctricamente un dispositivo externo (20) y la carcasa para semiconductores (10a, 16)
entre si.

13



a0y

ES 2 841409 T3

Fig. 1

14

Zie Qog 01t



ES 2 841 409 T3

Fig. 2

r4 43

¢ic 00t 01

15



ES 2 841409 T3

Fig. 3

0ES 0ES
Q€5 7zE

£

aov

(4143 Zit pog OTE

U] 14

16



Fig. 4

12

ES 2 841409 T3

409

322 312

200a

120
110

{

1

100

17

200b

312,
322

301

320

300

(=4
fal
89

530



ES 2 841 409 T3

Fig. 5

T0¢

ooy

4

T

€

0es

Z1e 00 OIE

otT 021
ey
001

18



ES 2 841409 T3

Fig. 6

£ 055 0gsS

0zs LI 018

T e L =

Tog

oo

[4%3 cIe o00g OT¢

Ooti

19



ES 2 841409 T3

GOER o1 1 . QLG :
] e0es £l U e S
M
| £
e, ] ] S
o8 _ DZg

C N ] .
] 5 g
i b
| ozs 0zs
L g8 b
N i t—%s &
- awm,l\:m fﬁmz. f ér?J..
5b LA, : 018 i or8
&9

20



ES 2 841 409 T3

Fig. 8
-
s
O
S
B
; :
=
)
=]
2
-
.
£2
o’
L.
J 8
P =
Hg;—-ﬂ“ w § ‘)
g

21



ES 2 841409 T3
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